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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

東北大学田中教授と共同で開発している 真空封止技術の技術改善を実施した。 具
体的にはDRIEやVapor HF装置などを用いてを形成した振動子を接合装置を用いて
接合、真空封止を実施、評価した。 また、８インチでのウェーハ接合評価について
も実施した

実験
Experimental

TU-057レーザ描画装置を用いてマスクを作成し、 TU-056 両面アライナを用いて
レジストパターンを作成、TU-204 DeepRIE装置によりSiウェハへのパターン形成
を実施ました。Vent Holeを介して犠牲層のETをTU-216 Vapor HFエッチング装置
を用いて作業を行いTU-108水素アニール装置を用いて封止の評価を実施。TU-158
芝浦スパッタ装置にてMetal成膜し特性の確認を実施した。(特性結果についてはレ
ゾネータの発振は見られなかった
また、８インチウェーハにてTU-252 EVG ウェハ接合⽤アライナ、TU-253 EVG ウェ
ハ接合装置、TU-254 EVG プラズマ活性化装置を用いた接合テストも実施した。

結果と考察
Results and Discussion

・現在評価途中であるが、一部のパターンでは接合後にデバイスパターンの張り付
きが見られた。これらの張り付きはバネ構造を太くするなどいくつかの設計上の改
善によって回避できる可能性が高い。(図1,2)
・VaporHF時のVent Holeのサイズ/数違いによるET Rate差が確認できた。開口サ
イズが大きく数が多いほうがRateが遅い傾向に見られる。上記影響度を考慮してET
時間の設定(orデバイス設計)へフィードバックしていく(図3,4)
・水素アニールでの未封止が確認された。原因は今後も調査していくがサブ違い
やVent Holeの径などの様々な要因が考えられるが時間を延長することで回避でき
ている。(図5)
・８インチウェーハでの接合についてはダストが多く付着しているが接合処理自体
は問題無く作業出来ていることが確認できた。(図6)

上記のような実験結果のため封止後のサンプルのレゾネータを発振されられなかっ
たが、原因もわかっている部分が多く、たくさんの知見を得られたことも今回の実
験の成果と思われる
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図6 接合後 IR検査(ダスト確認)
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